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ゼインは，トウモロコシ種子中の主要なタン
パク質である．我々はいくつかのゼインペプチ
ドを調製し，生体中で心筋の収縮等，生体の恒
常性に関与している酵素である，環状ヌクレオ
チドホスホジエステラーゼ（PDE）の活性調節
を試みた．
PDEの４つのアイソザイム（PDE1～PDE４）
は，イヌの心筋から抽出した．未変性ゼインは，
PDE1，PDE２，PDE４をそれぞれ42％，18％，
25％阻害した．それに対してゼインを0.3Ｎ塩
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酸存在下，50℃で24時間部分分解することによ
って調製したAT1は，PDE1，PDE4の活性を
それぞれ63％，40％増加させた．さらに，AT1
をペプシン，キモトリプシン，サーモライシン，
サブチリシンで酵素分解したところ，ペプシン，
キモトリプシン処理AT1は，PDE1活性をそれ
ぞれ75％増加させた．脱アミド化ゼインは，AT1
に比べて穏和な条件 （0.2Ｎ塩酸存在下，55℃
で5時間処理） で酸加水分解することによって
調製したが，PDE1，PDE3，PDE4の活性に対
してほとんど影響を示さなかった．しかしなが
ら，脱アミド化ゼインの一つ（DA3）だけが唯
一，PDE2に対して16％活性を増加させた．
このようにゼインペプチドが，PDE活性の制
御効果を持つということが明らかとなった．
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ミトコンドリア局在のアルデヒド脱水素酵素
（ＡＬＤ5）の生理学的役割について，その欠損変
異株（ａｌｄ5）の解析から検討した．変異株ａｌ
ｄ5は，野生株に比べて，Ｋ-活性型アルデヒド
脱水素酵素の酵素活性は約80％であったが，呼
吸活性能は著しく低下していた．また，チトク
ローム含量も減少していた．変異株ａｌｄ5のア
ルコール脱水素酵素活性は，逆に野生株より高
く，グリセロール-3-リン酸脱水素酵素活性は同
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等であった．
ＡＬＤ5-ｌａｃＺ融合タンパク質の解析から，
唯一の炭素源としてのエタノール，或いは食塩
の添加により，翻訳産物が誘導されることを確
認した．もう一つのミトコンドリア局在のアル
デヒド脱水素酵素ＡＬＤ7の遺伝子増幅効果によ
る変異株ａｌｄ5の呼吸機能の回復は認められな
かった．ただし，エタノール上での生育は改善
された．これらの結果から，酵母Ｓａｃｃｈａｒｏｍ-
ｙｃｅｓｃｅｒｅｖｉｓｉａｅにおいて， ミトコンドリ
アＡＬＤ5は，電子伝達系の制御，或いは生合成
に関与していることを提案する．
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Fe-8Cr合金をベースにAlおよびSiを添加する

と耐食性が向上することが明らかになったが，

AlおよびSiを5mass%添加する必要がある．そ

こで，Fe-10Cr合金をベースにAlおよびSiを添

加してアノード分極特性に及ぼす効果について

詳細に検討した．
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硫酸水溶液の濃度を変化させて，アノード分

極曲線の測定を行い，臨界不働態化電流密度お

よび不働態維持電流密度を求めた．臨界不働態

化電流密度の対数と硫酸濃度の対数とは直線関

係が見られた．また，塩化物イオンを含んだ水

溶液中における孔食電位および再不働態化電位

を測定した．Si添加により，孔食電位を上昇さ

せた．Fe-10Cr合金に3mass%のAlおよびSiを

添加すると，アノード分極特性が著しく改善す

ることが明らかになった．
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全粉末パターン分解法を用いた定量分析法を

10成分系セラミックス材料と5成分系天然原料

に適用した． 定量誤差の平均値は1wt%以下と
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なり，リートベルト法を用いた定量結果に比べ

てより高い精度での定量が可能であった．さら

に， 10成分の中の1成分が1wt%である微量成

分の定量を行い， その定量誤差が0.1wt%以下

（相対誤差10%以下）で得られることを示した．
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窒化珪素の相組成分析法を日本工業規格(JIS)

化するための調査研究のその2として， 調査研

究のその1において選定された3種の方法の運用

上における精度を確認することを目的に，2回

のラウンドロビンを2年間にわたって行った．
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第1回目においてリートベルト法，積分強度を

用いたMNI法（Mean-Normalized-Intensity

method），ピーク強度を用いたMNI法の順に精

度の向上が，第2回目においてはリートベルト

法と積分強度を用いたMNI法の精度の順序に逆

転が見られた．また，正確度に関しては2回と

も積分強度を用いたMNI法が優れていた．また，

学習効果によって2回目のラウンドロビンにお

いて精度および正確度の向上が見られた．
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本研究では有害成分を含まない赤色顔料で，

優れた化学的耐久性を示すFe-ZrSiO4に着目し，

作成法にゾルゲル法を用いることで，従来から

の課題である合成プロセスの簡素化・低温下お

よび顔料の発色・化学的耐久性などの諸特性に
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対する影響を検討した．その結果，耐酸試験の

前後において色測定を行った結果，ゾルゲル法

により作製した試料はほとんど減色せず優れた

化学的耐久性を示すことがわかった．これは，

ゾルゲル法によりFe2O3粒子がジルコンマトリ

ックスに非常に細かく，かつ均一に取り込まれ

た結果と考えられる．
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Sr2Nb2O7は優れた熱的安定性を示し誘電率

がSrBi2Ta2O9に比べて低いことから，強誘電

体メモリーの有力な材料の一つである．本研究

ではゾル－ゲル法急速加熱処理（RTA）を効率

的に組み合わせることによりSr2Nb2O7薄膜を

より低温で合成する手法について報告した．

原料にはSr(Metal）とNb(OC2H5）5を用い，2-
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methoxyethanolを溶媒として前駆体溶液（0.1M）

を調製した．Pt/TiO2/Si（100）基板を用いて

スピンコーティングを行い，得られたゲル膜を

500～850℃で10分間RTA処理した．このスピ

ンコーティング・RTA処理を3回繰り返すこと

でSr2Nb2O7薄膜を得た．Sr2Nb2O7相は550℃

での焼成から確認され，（0k0）方向に優先配向

した薄膜が得られた．600℃以上で加熱した薄

膜の誘電率（ε）は50前後，また誘電損失（tan

δ）は 650℃で0.022，750℃で0.007を示した．
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層状ペロブスカイト構造を有するSr2Nb2O7

は優れた熱的安定性を示し誘電率が低い(～75)

ことなどから，強誘電体メモリーの有力な材料

の一つとして考えられている．しかしながら，

これまでのSr2Nb2O7薄膜に関する報告は，合

成温度が850℃以上と高いために積層型メモリ

素子への応用が困難であった．そこで，本研究

ではゾルゲル法を用いRTA処理を効率よく組み
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合わせることでSr2Nb2O7薄膜をより低温で合

成し，その結晶化挙動について詳細に検討を行

った．急速加熱焼成(RTA)をコーティングの後

に毎回行うことにより，Sr2Nb2O7相は550℃で

の焼成から確認され，650℃以上の焼成では(0k0)

に優先配向した薄膜が得られた．また，得られ

た結晶相はSr2Nb2O7単相であり，これまでに

報告されているSr0.82NbO3やSr5Nb4O15等の不

純物相の生成は確認されなかった．また，SEM

観察においても650℃以上において結晶化が急

激に進行することが確認された．
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